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熱酸化により Ge 基板上に形成した GeO2 膜（GeO2/Ge 構造）は、次世代トランジスタの鍵と考

えられている。GeO2/Ge 構造は本来優れた電気的性質を持つことが報告されている[1]が、GeO2 は

水溶性や透水性という特異な性質を有するため、水蒸気／GeO2 間の気固界面反応の理解が望まれ

ている。本研究ではまず、放射光を光源とした湿度制御条件（0～約 15%）下での in situ XPS 測定
[2-5]により、Ge(100)基板上に形成した熱酸化膜（GeO2）表面における吸着水の取り込み特性を観

測（Fig.1 左参照）した。また比較のため、熱酸化により形成した SiO2/Si 試料を用いて得た同様

の測定を行った（Fig.1 右参照）。その結果、GeO2/Ge 構造の場合には 10-4%を超える湿度領域から、

SiO2/Si 構造と比べて多くの吸着水が形成され、10%で 2～3 分子層に到達することが分かった。ま

たこれらの吸着水が Ge3d スペクトルに与える影響を調査すると共に、吸着した水分子が GeO2 膜

の電気的性質に与える影響を考察した。 
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Fig. 1. Water layer thicknesses as a function of relative humidity on (left) GeO2/Ge and (right) SiO2/Si 
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